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Ⅰ 桑電子分光 真空度 (1016Torr～ 10~TTorr)
i)最良の分解能を得るために分光器の配線の決定 を行 う｡ (図3参照)
2)W-フィラメン ト電子鏡を分光器のセンターに記置 し,熱電子電流の安定を待
ちエネルギー分光を行う｡
Ⅱ GaAs単結晶か らの元電子分光 真空度 (10-9Tor,～ )′
i)化学処理によって清浄面の形成 し保護膜を形成 し真空中で Heat-Cleaningに
より保護膜を焼き飛ばす｡
2)Lqh'2ジャケッ トを用いて冷却後 Cs,02による表面処理を行い He-Ne レーザ





















































きる｡我々の研究室ではこれまでにA uger電子分光法を用いて､N e KLL､
A r LMM､ K r MNN-､Ⅹ e NOO A uger過程におけるPCI効果日や､
A r 2p､K r 3d､Ⅹ e 4d電子電態断面積の滑走を行っている｡ これ らのような内
殻電敦状鹿か ら戯曲起する際のfluorescenceyieldは非常に小さいので全A uger
電子放出断面積水内殻電能斬面積になる｡.国1は A r､ K r､ Ⅹ e の内放電態斬面
積について過去に測定された着果であるが､Ⅹe 4d電子電離の葛含のみ二つのピーク
が見 られその儀がかなり大きいことがわかる｡ とれは4d軌道電子を持つ庶子やイオン
の4d電子の電敦の寄与と考えられる giantresonance と呼ばれる特徴的な構造であ り
最近になって注目されていることである｡本案故ではⅩ eの4d電子竜襲斬面積を衝突
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